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1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi tidak lepas dari perkembangan material optoelektronik.
Fotodetektor merupakan divais optoelektronik yang dapat mengubah
cahaya datang menjadi besaran listrik. Fotodetektor juga dapat diartikan
sebagai sensor cahaya atau sensor energi elektromagnetik yang dapat
mengukur atau mendeteksi radiasi elektromagnetik yang datang kemudian
memberikan respon listrik [1]. Fungsi dari fotodetektor tersebut menjadikan
fotodetektor sebagai divais penting pada hampir seluruh perangkat
optoelektronik yaitu pada sistem listrik dan optik. Kinerja optoelektronik
sangat dipengaruhi dari material yang digunakan, begitu juga pada divais
fotodetektor. Tercatat bahwa fotodetektor berbasis semikonduktor celah

pita lebar menarik untuk diteliti dalam beberapa tahun terakhir.

Material ZnO merupakan semikonduktor dengan celah pita lebar yang telah
menarik perhatian untuk pengembangan fotodetektor. Karakteristik dari
ZnO vyaitu semikonduktor dengan celah pita lebar 3,365 eV, energi
pengikatan exciton yang besar yaitu 60 meV, dan termasuk material
berpotensi tinggi sebagai material satu-dimensi (1D) yaitu bahan berstruktur
nano yang sangat sensitif terhadap cahaya. ZnO sebagai material 1D telah
banyak dipelajari dan dikembangkan sebagai kandidat potensial untuk
fotodetektor UV Kkinerja tinggi [2, 3]. Namun pada pengembangannya
dibutuhkan kinerja divais fotodetektor UV yang lebih baik lagi, dengan
memperhatikan sifat material (sifat optik dan sifat listrik) salah satunya
yaitu dengan dilakukannya doping terhadap ZnO. Berbagai logam transisi
3d (TM) yaitu Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, dan Cu dianggap sebagai dopan
efektif ZnO karena memiliki jari-jari ionik yang dekat dengan ZnO sehingga
dapat berikatan kuat. Peran logam transisi 3d (TM) juga mampu

meningkatkan sifat listrik secara signifikan dibanding ZnO tanpa doping. Fe



